
Перечень ранее полученных основных результатов за период 2018-2022 rr.
l. Научные труды, количество :

о гцzбликации в российских рецензируемых журнzшах- 2а
о гцrбликации в зарубежньгх рецензируемых журналах- 27
о гцzбликации в трудах международных конференций-24
о гr5zбликации в трудах Всероссийских конференций- 2
о РИД-'7

II. Участие в выполнении грантов, научных контрактов и договоров на выполнение
НИОКР, включая международные проекты, количестро (список с укшанием
конкретной роли: рук., отв. исполнитель, исполнитель):

a Научный руководитель ш соисполнитель грантов:
1. Наl^rныЙ Российский фонд фу"даментrIльных исследований,76-08-0076З - а

Исследование электронных состояний и электрофизических свойств
индивид/z}пьных МУНТ и их ансамблей, содержащих радиационные
дефекты. Сроки выlrолнения 20 1 6-20 1 8. Руководитель.

2. Российский фо"д фундамент,tльных исследований, 16-08-00763-а"
<Исследование электронных состояний и электрофизических свойств
индивидуzlльных МУНТ и их ансамблей, содержащих радиационные
дефекты> 2016-2018

З. Российский фо"д фундаментiшьных исследований, 18-48-550009-р_а,
"Исследование и разработка композитных наноматериalJIов на основе
}тлеродных нанотрубок для электрохимическрD( применений", 20 1 8-20 1 9

о Научный руководптель бюджетных тем по выполнению госзадания:
\. 201'7-2020 rr,
"Исследование физических процессов в гетероструктурах на основе новьIх
функциональных наноматериrrлов с многоуровневой струкryрой для интегрированньгх
селективных микро- и наносенсоров, пол)щение наноструктурированных и
коМпозиционных материалов для химических источников тока). ЛЪ госрегистрации
A!м А-А l 7 - | 1,7 0 4 12|022,7 -8.

202| r.-2а25 rг,
<<Исследование физических процессов в гетероструктурах на основе новых
фУнкциональных наноматериirлов и нанокомпозитов для микросенсорики, химических
исТоЧников тока и медицинских применений>. Регистрационный номер ниоктр
12l021600004-7.

ПI. Количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их
использовании: патентов : 7.

О Способ пол)лениrI гrtзочувствительного элемента на основе многослойной струкryры
пористого кремниJI на изоляторе и SnO* (патент на изобретение) 20 l 8 г.

о Способ поJryчения нанокомпозита.20l8 г
О Способ поJý/чениJI IIленок пористого кристаллического диоксида олова. 20l8 г.
о Способ получениJI кремниевой пористой мембраны. 2019 г.
О СпОсОб бесконтактной оценки проводимости индивидуzLтьных углеродных

нанотрубок (патент на изобретение) . 2020 г.
О Способ модифицированиlI электродного материала суперконденсатора (патент на

изобретение).2020 г.
О СпОСоб формирования контактной поверхности анода литий-ионных аккумуляторов

(патент на изобретение). 2020 г.
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Iv. ЧисленностЬ лиц. успешнО защитившиХ цаучно-кВалификациоЕпую рабоry(диссертацию) на соисканпе ученой степеЕи кандидата наук, руководство которыми
осуществлял претепдент: 3 человека"
-Несов Сергей Николаевич. ЩиссертациJI на соискание ученой степени кандидата физико-математическиХ наук. <<Атомная и электронная структура композитов на основе
многостенНьtх углеродныХ нанотрубоК и оксида олова, поJýленньш с применением
газофазного и ионно-IUI€Iзменного методов>. Защита состоялась 25 мая 20] 8 года на
диссертационном совете д212.285.02 в ФГАоУ ВО кУральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина'' (г. Екатеринбург),

- Князев Егор Владимирович, соискатель ученой степени кандидата технических наук
,Щиссертация: <Струкryра и свойства многостенньtх углеродньtх нанотрубок,
модифицированных об.гц.чением ионными и электронными ,ц.*аrйu Заrцита состоялась
|9,09.2022. Омск, омскиЙ государственный технический университет

- Соколов Щенис Витальевич, соискатель уrеной степени кандидата физико-математическихнаук. [иссертация <<исследование электрофизических свойств индивидуальньrх
многостенньгх углеродньж нанотрубок с примесями и дефектами методами сканирlтощей
сlаловоЙ микроскопии. Защита состоялась 24.|I.2022г., Томск, ТГУ.

v. Сведения о научно-педагогической деятельности ("Уз, факультето кафедра,
должностЬ, переченЬ курсоВ лекцийо семинароВ и других занятий: чтение курсов лекций
и и проведение лабораторных работ для студентов физического факультета омгу:
- Разработка и чтение новых образовательньIх курсов:
1. МетодЫ диагностиКи и анализа полупроводниковых матери.L.Iов и наноструктур
2. Физика поJryпроводниковых систем пони)кенной размернЬсти и сверхрешеток
З. Физика дефектов
4.Введение в физику полупроводников.

\т. Премии и награды за научную и педагогпческую деятельпость
-Почетнм грамота от Правительства омской области за многолетний, безlтtречный трУД,
высокое профессионrшьное мастерство и большой вкJIад в развитие науки _ 2021 г.
-Благодарственное письмо от деtýlтата Государственной думы ФС РФ от о.Н. Смолина.
2021г.
-Почетная грамота от fIравительства омской области- Министерство промышленности,
транспорта и инновацИонныХ технологиЙ омскоЙ области- за многолетний безl.тlречный
труд, высокое профессионztльное мастерство. 2018 г.
-.Награжден почетным знакоМ Сибирского отделения РАН 08.02.2018 г. <Серебряная
сигма) за большой вкJIад в развитие науки.
- Благодарственное письмо от Мэра города О.Н. Фадиной -08.02.2018 г.
- Почетная грамота ФАно России в связи с 60- летием со рАн.
стипендиат государственных стипендий для выдающихся }.ченых;

XI. Иные материалы9 характеризующие квалификацию, опыт и результативность:выполнены экспертизы проектов РАН. ПроводиJIось рецензирование статей в центрчLIIьнь1х
наrшых журнirлах Фтт И Фтп. С 2016 г. - эксперт РАН.

В.В. Болотов явJUIется ведущим специttлистом в области радиационной физикиПОл}iпровоДникоВ И поJryпровоДниковогО материалоВедения' автороМ 44З На}^{ньtх
гryбликаций, соавтороМ дв}х коллективных моноiрафий (1917г., l980г.), одна из которых
переведена на английский язык (1982г.). Успешное развитие На)^{ных исследований в
областИ материirлоВедениJI кремния позволило Д.ф.-м.н. профессору В. В. Болотову и его
}л{еникаМ создатЬ новое на}ц{ное направление в материа!.Iоведении и радиационной физике
ПОJЦ/провоДникоВ-физическиеосновыиюкенериидефектов. Существенность
На)л{ных результатов и успешное рiввитие работ В на)л{ных коллективах под его
руководством позволили ему в 199з г. возглавить Инстицzт сенсорной микроэлектроники
со рАн, в дальнейшем - омский филиал Инститlта физики полупроводников со рдн. в
1995 г. В.В. Болотов был избран председателем CoBeTu д"р"*rоров омского Науrного
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Щентра со рАн, а в период с 01.06.1999 по 01.06.2000 гг. исполнrIл обязанности
председателя Президиума, в настоящее время является главным наlчным сотрудником Онцсо рАн, членом Президиума омского На)л{ного центра со рдн.
Д,ф,-м."., профессор В.В. Болотов ведет активную деятельность по подготовке кадров
высшеЙ квалификации. Под его руководством выполнено 12 кандидатских диссертаций.
На протяжении семи лет профессор В.В.Болотов возглавлял кафедру Физики твердого тела
ОмГУ' в настоящее времJI явJUIется профессором кафедрьi <iОбщей, прикладной и
медицинской физики>. В результате успешного рiввитиJI работ и кадрового ,rоrarrц"-u 

"2022 г. внесены измененшI в структуру оIЩ сО РАН: 
"о=дuп 

<Отдел физикинаноматерИzulов И гетерострУктур)), - зав.отделом В.В.Болотов-, состоящий из дв}х
лабораторий:
- Физики композитньж наноструктур, и.о. зав. лаб. В.В. Болотов.
- Физики наноматериirпов для химических источников тока, и.о.зав. лаб. С.Н.Несов

<27> марта год

В.В. Болотов
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